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Introducgéo

O estudo das propriedades €elétricas e Opticas (optoeletrénica) em materiais organicos
aumentou consideravelmente nas Ultimas décadas. Devido a extensiva pesguisa heste campo,
diversos tipos de dispositivos organicos podem ser fabricados atualmente, como por exemplo,
OLEDSs (Organic Light Emitting Diodes ou diodos organicos emissores de luz [1], células
fotovoltaicas, transistores e dispositivos de memoria.

Tais dispositivos sdo formados basicamente por heterojuncdes que possuem duas ou
mais camadas de materiais organicos entre eletrodos. E apresentam a vantagem de poder ser
desenvolvidos sobre substratos rigidos e flexiveis. Além disso, apresentam baixo custo de
producdo e baixa temperatura de funcionamento.

Recentemente foi descoberto em semicondutores organicos um fenémeno conhecido
como magnetoresisténcia (MR). A MR consiste na mudanca da resisténcia elétrica de um
dispositivo na presenca de um campo magnético. Foram encontradas variacdes de até 20% no
valor da resisténcia elétrica, a temperatura ambiente, para baixos valores de campo
magnético[2].
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Fig. 1 — (a) Estrutura tipica de um dispositivo organico para medida de MR; (b) set-up experimental para
medida de MR (eletroima e amostra encapsulada em detalhe); (c) uma possivel aplicacdo de um sensor éptico-
magnético baseado na MR.

Objetivos deste projeto
Produzir e caracterizar filmes com propriedades magnéticas para producdo de sensores
Opticos sensiveis a campos magnéticos, utilizando OLEDs.

M etodologia

Tendo em vista 0 objetivo de produzir sensores opto-magnéticos utilizando OLEDS,
iniciamos a investigacéo da propriedade de MR em filmes finos de semicondutores organicos
de tris(8-hidroxiquinolinato) de aluminio (Algs) [3] e Eu(btfa)3bipy:btfa-4,4,4-trifluoro-1-
phenyl-2,4-butanedione, bipy=2,2'-bipyridine (Eu_bipy). Estes materiais s8o semicondutores
organicos comumente utilizados na producdo de OLEDs fabricados e caracterizados nos
Nossos L aboratorios.

A producdo dos dispositivos é feita atraves do crescimento dos filmes finos orgéanicos
através da técnica de deposicdo conhecida como térmica resistiva. Nesta técnica o material a
ser depositado é aquecido através de efeito Joule pela passagem de corrente através do
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cadinho (recipiente) que o contém. Com esse aquecimento, 0 material evapora ou sublima
chegando até o substrato de maneira controlada, tudo em um ambiente de alto vécuo.

Todas as medic¢des sdo realizadas a temperatura ambiente, e para evitar degradacdo nos
dispositivos devido ao contato com a atmosfera, desenvolvemos um método de
encapsulamento das amostras utilizando um dessecante comercial . Com isto conseguimos
acompanhar as medidas de MR em amostras de Algs e Eu_bipy por alguns meses.

Para a investigacdo da MR nestes dispositivos € necessaria a utilizacdo da técnica de
modulacdo do campo magnético[4]. Nesta técnica coloca-se 0 dispositivo imerso em um
campo magnético ac gerado por uma bobina, em seguida sobrepde-se um campo magnético
dc gerado por polos de um eletroima (Fig.1b). Além disso, um amplificador tipo Lock-in é
conectado ao dispositivo para medir as variacBes da corrente elétrica geradas pelo campo
magnético quando aplicada uma dada tensdo sobre um dispositivo. A partir dos dados obtidos
com este sistema, so gerados gréficos Variacdo de Corrente x Campo Magnético.

Atualmente estamos em fase de pesquisa e desenvolvimento dos dispositivos em Algs e
Eu_bipy através de estudo da influéncia de pardmetros como campo magnético, corrente no
dispositivo, espessura dos filmes finos, geometria dos dispositivos, etc.

Na Figura 2 alguns dos resultamos preliminares obtidos em dispositivos baseados em Algz e
Eu_bipy. Importante frisar que os resultados nas amostras com Eu bipy sdo novos na
literatura.
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Fig. 2: a) MR em dispositivos baseados em Algs. b) MR em dispositivos baseados em Eu_bipy.

Conclusdes

Tendo em vista o objetivo de produzir sensores opto-magnéticos organicos, obtivemos
um excelente resultado na investigagdo da magnetoresisténcia gigante (MR) em filmes finos
organicos. Evidentemente os nossos resultados ainda ndo permitem a fabricagdo de um
verdadeiro sensor, mas nesta primeira fase estamos mais interessados no entendimento do
efeito em diferentes materiais organicos.

Além disso, a minha participacéo efetiva nas atividades laboratoriais estd sendo muito
importante para a realizacéo de trabalhos em artigos e exposi¢éo do trabalho em conferéncias
nacionais e internacionais.
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